blocks, welcher zur Kommunikation mit der
CPU genutzt wird. Die Adresse des Steuer-
blocks wird in dem Register CP abgelegt. Es
ist nur einfach vorhanden.

Die Initialisierung des EAP geschieht in meh-
reren Ebenen und wird von der CPU gestar-
tet. Dabei liest der EAP durch Adressen ver-
koppelte Steuerbidcke ein und findet so die
Startadresse der Kanalprogramme. Der EAP
besitzt einen eigenen Befehlssatz und bend-
tigt zur Ubersetzung einen eigenen Assem-
bler, welcher nicht im 8086-Assembler ent-
halten ist.
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RAM-Disk fiir

Wolfram Kammer, Wolfgang Spindler
VEB Elektronische Bauelemente Teliow

RAM-Disks sind ntitzliche Einrichtungen, die
wohl besonders von denjenigen sehr ge-
schétzt werden, die an Rechnern mit Kasset-
tenbandspeichern ihre Geduld ben miis-
sen. Aber auch im Vergleich zur Diskette
kann die RAM-Disk erstaunliche Geschwin-
digkeit bieten. Wer schon einmal in ldngeren
Assemblerquellen mit einem Textverarbeij-
tungsprogramm wie TP herumgesucht hat,
weiB ein Lied davon zu singen. Hier wird nun

K-1520-Systeme

eine konkrete Schaltung einschlieBlich
Layout vorgestellt, die auBer einer RAM-Disk
von 256 KByfe auch noch einen kompletten
Hauptspeicher sowie eine MEMDI-Erzeu-
gung enthélt. Bild 1 zeigt die Schaltung. Die
eigentliche RAM-Disk wird dber IN- und
OUT-Befehle bedient und tangiert den
Hauptspeicher nicht.

Funktion der RAM-Disk

Zum Adressieren von 256 KByte werden 18
AdreBbits benétigt. Die niederwertigsten 8 Bit
stellt ein vom Programm mittels OUT-Befehl

ladbarer AdreBzahler (2 x 74LS193) bereit.
Die nachsthéheren 8 Bit mlissen vom Pro-
gramm in ein Oktallatch (DS8282) geladen
werden. Die restlichen 2 Bit stecken in der
Peripherieadresse, unter der das Bedienpro-
gramm anschlieBend die RAM-Disk liest oder
beschreibt. Nach jedem Zugriff inkrementiert
die Zugriffslogik der RAM-Disk den o.g.
AdreBzahler. Damit sind INIR- und OTIR-
Befehle fir das Umladen der Daten bestens
geeignet. Die RAM-Disk belegt insgesamt
8 E/A-Adressen nach folgendem Schema:
Grundadresse plus .
0 = Lesen/Schreiben Bank 1

= |Lesen/Schreiben Bank 2
2 = Lesen/Schreiben Bank 3
3 = Lesen/Schreiben 3ank 4
4 = nicht benutzen

= nicht benutzen
6 = mittlere 8 AdreBbit laden

= niedrigste 8 AdrefBbit in den Zahler la-
den
Die Grundadresse kann man in gewissen
Grenzen frei wahlen, indem man das Wickel-
feld D entsprechend verdrahtet.

AMDSK MACRO-2@ Z. Bl Te o -2 = .
RHAMDSE MACRO-E& 4 Wl-De 7] AGE 1 Bild 2 Bedlenpro-
. gramm fiir die RAM-
laln s sk CEEG .
T Disk
n 5
TITLE RAMDSK
i BEDIEMPROGRAMM FUER RAM-DISE
H
H \UF‘F‘HBEBEF‘EICHE IM BIOS
[alc]s[< 2 ATRAC: IS 2 5 SPURNUMMER
Bag2- GBSECT: DS 2 5 SEETORMUMMER
BBBd - RDMA: DS 2 ; ADR.PUFFERBEREICH
BEBs DIREF: D= S ; BIOS-PUFFER RAMDEK  MACRO-Z8 3.4
H
; GRUNDRDRESSE DER RAM-DISK
BBED GARIIR EQU SEGH BEEE - s ET
; aacg” 2E ES
5 LEZEM EIMES SEKTORS 20 128 EYTE fuls =ty L= EB
aesd LEZE: CALL ADRE [ 1nE g 1@ FC
2] IHIR BRCS (=]
HOR R 8RCT =
RET ancz” D= E&
; . BBTAT FE &%
;5 SCHREIBEM EIMES SEKTORS ZU 128 EYTE BECCT =8 EE
[Zl5=0 2 ESCHRE: ZALL ADREE . BECE" c=
EZ OTIR
HOR A
RET ABCF 7 [siatalz}
3 asD1 - jal=isin]
3 SRECHHUMG FUER LESEM+SCHREIBEN @aanz” jalsiaic]
[5t=]= 150 ADRE: LD HL » CRTRRCH BEDS [s1a]sis]
H“OR R [5l5)rne [alalal-ey
ADD HL.,HL BBRD2 " BEGF 7
ADD  HL,HL BEDE" HAEE"
HDD  HL,HL BRIn " GEEF
AT HL.HL
aanz LD DE, (QSECT >
FDDL HL,DE BEIF 7 SishR=]
RR H 5y
ER L. =r
ER R ag
OUT CGHIDRE+T Y 4R BGFF
LD L 2]
OUT  CGRDDR+SY R
Lo FieH HEER" [S=lcls]
AMD 3 AGED " falatala]
& EE OF  GADDR
Lo CeR
= LI vl
[sis]E 0 L TR BREE" [=l=]
RET
5
; IMITIALISIEREM BEI KALTSTART
IMIT:  HOR
LD CeA
[s1shi Ry NZ E& DUT  JGADDR+EY 48 BEEF 7
=153 :Iney AF IMILl: HOR B
GEED 47 LD EBsA

Bi-~-Dec-58 FHRGE -1

DUT . CGHOUDR+T X ,A
LD A ,BESH

IMIZ: OUT  CGRDDR) A
DJIHZ IHI2
c C
Lo A.C
DUT  CSRTDRE+S: ./
R ]
JE CLIMIL
RET

3 DISK-FARAMETER-HEALER

DFHE: I 5] MO TRAMEZLATION TAELE
T sl ;6 BYTE AR =
jutl] 5] s FUER EDRS
pub) B
Iy DIFEF ;
palt] IFE  ;II
Tl CENW G CH
I 5 BLON

5 DIZK-PARRAMETER-BLIZCK

IFE: T 1s =
IE =
DE v
TE &
I e
Tid s 2
Tt B DIPEIT
Tl =] _kEIH oI
puth] 5] SEEIME SYSTEMSFUREN

CHECKIUMMEMEEREICH FUER DEM TEST
WOH EBIVE AUF DISKETTEMUECHSEL
: MOF GEEIN TEST:FESTRLATTE

74

Mikroprozessortechnik, Berfin 2 (1988) 3




(K 1520}

X1
4x228
o P Sola|PC e -’lL———-R-—E’-G——E cas
[T 1o 13g 06 [d0e RO/ 77 bn paz
: EE s R E R ] AS 2
0. n [’—" sz RE—2 %) o
s — — B ;
o 2 4 4ol Matrix
VAB5 Qg 3 Q@_f D3 1% 1S5} wx8x U 2164
AB6 BT © 7 ol 2702 e le
AB7 £ B 3 &3 517
] f 8205
ool <222 S 5
w1 26 [3 030 min 60ns
R
7 RAS anale |
— e IS
. oge|]1
fm 2
e AD
MREG -2 (3
AP 222 e
(=IE
(=1
e | 7
718
7
ABp< Al S % y A Y N
AB1 @S 1
Apz <2 e B
283 2113 T | >
ABG ABo[2 Blip10
2552 L7 %23 MUX 1 P B : ;g o
. ARG < A s A; 08 |gple & B3 DI und DO verbun-
16 5 2B 11] r——j DB4 15 den
AB7 Y, 3 3 84 Bfes i)t
A4 —=fer[CT2], 3 0 3= 3 74 B/=——BS
ABB < 5 0 Fry < 55 0212 4 ¥oms
89 <im i R i 81l (w22 Eeer e
ke o= | A
ABTIe-S3 I L e} E: 3 "
A2 DAL IS 1 1 DIR
AB12 1 =112 4 g 3 we - | WEanalleis
pesnpiyee] ok Uv_-__l s g} 257 0E | 8286
ABTe 2] R Up 2
AB 5t D |193}"R—
c7
]
321 A7 |
a2 «-E8 52
A
083 AB ABB'H e Mux %DI@ 054 o Do® T[: % S EryLNeL
B4 <t AEE 391 2} D43 ||t 4 LZDH »,.D o1 A N 2]a D4s |B1 |8 0814
Be < A5 VT e 9117 7 502 002 (7 Naz| 7 g2 L0824
Y
oBE <t AE] - B e ) 3 on o3 |2A N—az| o [R0B3
D87 <Ak NABI T BEY 7 5 N = D04 MEA —2las g4 13084
ﬁgf g ) N N—2lp/5 pos e A N_Sla5 5 1208
183 N 2lors 006 {4 N—1a6 a6 30864
5 128\ 27 o[/ NBlar) ferfRLRT
N RZ Sh—yI fald
E| 257 e 1) 11| |e28s
ABT > ¥——R-27::}—s A1l 3]0/R| oder
EXi] =1A9! MUX D—— E 2 ) tOE {8287
1 ) R25=== 12| [
BT TTho| 046 jpofs 1A FFRCFA3
N p 7 L AL Y]
518 ¢ p1—240 R27—— 10
MBS 2 a2 2 2/ RZB—13] ">
(3 12 2 At} —1AB
NADT N \ ROF=5],7
1 R31 4
= _{:—‘RSZ = RAS| 8x
Ef 257 E cAs | 2164
80ns - 3 .
TR <28 i 1.9 s ‘
< g _RAS-verkGrzung
) 8
ROY <28
.
15 P
2 )
aAR3 1 Endadressierung
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Bild 1 Schaltplan der RAM-Disk
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zich aus der Blockordfe und der
Spe icherkapazitit der Disks:

Block Extentmask bei
YERwted Disk{235EK  Disks>256K
1 a3 aehi nichi
z 1 3
< = 1
= 7 3
16 135 7

Block Blockshiftfaktior Bloskmask
CKEwte )

1 2 BvH

2 4 BFH

L =3 1FH

& 53 2FH

15 7 TFH

Dey Wert dey "Extentmask” eraibt

Bild 3 Verwendbare BlockgréBen

Funktion des Haupispeichers

Der Hauptspeicher umfaBt volle 64 KByte.
Damit auBer ihm auch noch andere Baugrup-
pen (Urlader, Bildschirm usw.) im Speicher-
volumen betrieben werden kdnnen, besitzt er
eine Einrichtung zum Entadressieren.

Dazu besitzt die Baugruppe einen Eingang
fur das K1520-Bussignal READY. Aktiviert
bei einem Speicherzugriff eine andere Bau-
gruppe diese Leitung, so tritt der Hauptspei-
cher in dem Bereich, den die andere Bau-
gruppe belegt, in den Hintergrund, indem der
Lese- oder Schreibzugriff in einen Refresh-

-zyklus umgewandelt wird. Daflr stehen bei

Lesezyklen ca. 100 ns und bei Schreibzykien
etwas mehr als 1 Systemtakt zur Verfligung.

* Schaltet man mittels MEMDI-Signalen die

anderen Baugruppen ab, so kommt automa-
tisch der Hauptspeicher wieder hervor. Die-
ses Verfahren erleichtert die Speicherverwal-
tung ganz erheblich. ’

Um den Hauptspeicher auch bei 4 MHz Sy-
stemtakt ohne die lastigen WAIT-Zyklen be-
treiben zu kénnen, schaltet die Zugriffslogik
das RAS-Signal ca. 150 ns nach Aktivwerden
des CAS-Signales ab. Damit wird den Spei-
cherschaltkreisen genligend Zeit zum Riick-
schreiben der Information in die Matrix ver-

schafft. Das ist besonders wichtig fir die seht
kurze Zugriffsliicke zwischen M1- und Re-
freshzugriff beim Befehisholezykius des
usso.

Funktion der MEMDI-Erzeugung

Dieser Schaltungsteil besteht aus 4 Flipflops,
die Uber 8 OUT-Adressen einzeln gesetzt
und geldscht werden kdnnen. Die von den
OUT-Befehlen ausgegebenen Daten sind
dabei belanglos. Durch Systemreset werden
alle vier Flipflops geléscht. Welche MEMDI-
Signale dabei gesetzt/geldscht werden, kann
man durch DIL-Schalter oder Wickelbriicken
frei wahlen. Leider war auf der Leiterplatte
nicht mehr genligend Platz, so daB der Kop-
pelbussteckverbinder entfallen muBte. Des-
halb missen die MEMDI-Signale am Wickel-
feld C abgegriffen werden. ’

Zum Aufbau -

Auf der Leiterplatte sind einige Stitzkonden-
satoren (33nF Epsilan sowie Elkos 47 uF/
6,3V) vorgesehen, die im Stromlaufplan
nicht exira angegeben wurden. Sie sind mit
Cs bezeichnet.
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Dekoder) sind Low-Power-Schottky-, also
741.Sxxx-Typen. Im Stromlaufplan wird nur
die Typnummer (also 193 entspricht
741.5193) angegeben.

Als Speicherschaltkreise konnen alle U2164-
Typen eingesetzt werden.

Die Verzogerungsglieder in den RAS/CAS-
Schaltungen wurden zu 390 pF und 100 ...
180 Q) gewahlt.

GiZ

Einbindung der RAM-Disk in das BIOS

CP/M und &hnliche Plattenbetriebssysieme
bestehen im wesentlichen aus 3 Teilen:

1. dem BIOS (Basis-Ein/Ausgabesystem)
2. dem BDOS (eigentliches Plattenbetriebs-
system)

3. dem CCP (Kommandoprogramm).

-Zur Einbindung der RAM-Disk muB das in

Bild 2 gezeigte Bedienprogramm in das

BIOS eingefligt werden. Bei den meisten Sy-
stemen findet man im BIOS zwei oder drei
Tabellen, in denen die Adressen der Disk-Pa-
rameter-Header (DPH) sowie die Adressen
der zugehérigen Lese- und Schreibroutinen
stehen. Dort muB man die eingefiigten Pro-
grammteile eintragen. Wer mehr als 256

Bild 5 Layout Létseite der RAM-Disk
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KByte RAM-Disk einbauen will, muB aller-
dings den Disk-Parameter-Block (DPB) &n-
dern. Da das BDOS jedes Laufwerk in maxi-
mal 256 Blocke aufteilt, ist bei groBeren Spei-
chern die BlockgréBe entsprechend Bild 3 im
DPB zu vereinbaren. Wenn die RAM-Disk
richtig ins BIOS eingebaut ist, so ergibt die
Uberprifung mit STAT DSK:

Bild 6 Layout Besttickungsseite der RAM-Disk

folgende Antwort:

E:
2048:
256:
64.

0:
128:
8:

16:
0:

Drive Characteristics

128 Byte Record Capacity
Kilobyte Drive Capacity
32 Byte Directory Entries
Checked Directory Entries
Records/ Extent
Records/Block

Sectors/ Track

Reserved Tracks
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